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основі GaN: моделювання методом Монте-Карло

2. High-field and high-frequency transport of charge carriers in semiconductor structures based on GaN: Monte
Carlo simulation

Реферат:
1. В дисертації представлені результати теоретичних досліджень кінетичних явищ, які виникають в
епітаксійних GaN структурах з низькою концентрацією носіїв в умовах сильно нерівноважного розподілу
носіїв заряду. Визначені умови формування режиму стримінгу і виникнення від'ємної диференціальної
провідності, аналізується вплив магнітного поля на ці ефекти. На основі методу Монте-Карло запропоновано
оригінальний метод розрахунку динамічної диференціальної провідності, яка характеризує відгук
електронної підсистеми на високочастотне просторово-періодичне збурення.

2. The thesis presents the results of the theoretical investigations of kinetic phenomena that occur in epitaxial GaN
structures with low carrier concentration when the carrier distribution function is strongly nonequilibrium. It is



determined the conditions for the formation of the streaming and negative differential conductivity, it is analysed
the influence of magnetic field on these effects. Based on Monte Carlo method it is proposed an original method of
calculating the dynamic differential conductivity, which characterizes the response of the electron subsystem on
the high-frequency spatially-periodic perturbation.
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